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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円周方向あるいは平面方向に所定のパターンで着磁された着磁面を備えた着磁部材と、
前記着磁面に対向配置された複数の磁気検出素子を備えた検出器とを有し、これら着磁部
材および検出器を前記着磁面の着磁パターンの方向に相対移動させることにより得られる
前記検出器の検出出力に基づき、前記着磁部材あるいは検出器の側の絶対位置を検出する
アブソリュートセンサにおいて、
　前記着磁パターンは、等ピッチで形成された２ｎ個（ｎ：正の整数）の各着磁区画部分
に、所定の配列パターンでＮおよびＳ極が着磁されたものであり、
　前記検出器はｎ個の磁気検出素子を備え、各磁気検出素子は相互に異なる前記着磁区画
部分に対峙するように配置されており、
　前記着磁パターンは、前記着磁部材および前記検出器を着磁ピッチずつ相対移動させた
場合に、連続するｎ個分の着磁区画部分の着磁配列パターンに着目した場合に、この着磁
配列パターンが相対移動毎に異なるパターンに変化し、前記ｎ個の磁気検出素子が対峙し
ている前記ｎ個分の着磁区画部分の着磁配列パターンが相対移動毎に変化するように設定
されており、
　前記検出器は、前記ｎ個の磁気検出素子以外に、更にｋ個（ｋ：正の整数）の磁気検出
素子を備えており、
　前記ｎ個の磁気検出素子は、相互に隣接しない位置において前記着磁面に対向配置され
、
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　前記ｋ個の磁気検出素子は、相互に異なる位置であって、且つ、前記ｎ個の磁気検出素
子のそれぞれとも異なる位置において前記着磁面に対向配置され、
　これら（ｎ＋ｋ）個の磁気検出素子の検出出力に基づき、前記着磁部材あるいは前記検
出器の側の絶対位置を検出することを特徴とするアブソリュートセンサ。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記着磁面は円形外周面あるいは円形内周面であることを特徴とするアブソリュートセ
ンサ。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記着磁面は所定の幅の円環状端面であることを特徴とするアブソリュートセンサ。
【請求項４】
　請求項３において、
　円環状部材における一方の円環状端面は前記着磁パターンが形成された着磁面であり、
　当該円環状部材の他方の円環状端面は、前記着磁パターンのｍ倍の着磁ピッチ（ｍ：正
の整数）で、Ｎ、Ｓ極が交互に形成された第２の着磁面とされ、
　この第２の着磁面に対向させて、２個の磁気検出素子が配列された構成の第２の検出器
が配置されており、
　前記検出器および前記第２の検出器の検出出力に基づき、前記円環状部材あるいは前記
検出器の側の絶対位置を検出することを特徴とするアブソリュートセンサ。
【請求項５】
　請求項２において、
　円筒状部材における外周面および内周面のうちの一方の面は前記着磁パターンが形成さ
れた着磁面であり、
　当該円筒状部材の他方の面は、前記着磁パターンのｍ倍の着磁ピッチ（ｍ：正の整数）
で、Ｎ、Ｓ極が交互に形成された第２の着磁面とされ、
　この第２の着磁面に対向させて、２個の磁気検出素子が配列された構成の第２の検出器
が配置されており、
　前記検出器および前記第２の検出器の検出出力に基づき、前記円環状部材あるいは前記
検出器の側の絶対位置を検出することを特徴とするアブソリュートセンサ。
【請求項６】
　請求項１ないし５のうちの何れかの項において、
　複数個の磁石片を部材表面に貼り付けることにより前記着磁パターンが形成されている
ことを特徴とするアブソリュートセンサ。
【請求項７】
　ステータと、ロータと、前記ステータに配置された一次側励磁コイルおよび二次側誘導
コイルとを有し、前記ロータは、回転位置に応じて、前記ステータの前記一次側励磁コイ
ルおよび二次側誘導コイル間の磁気結合を変化させるように構成されている磁気誘導型の
アブソリュートセンサにおいて、
　前記ロータには、同心円上に、等角度ピッチで形成された２ｎ個の区画部分が形成され
、各区画部分は、磁束透過部分および磁束遮断部分の何れかとされ、
　前記ステータには、同心円上に、ｎ個（ｎ：正の整数）の前記二次側誘導コイルが配置
され、各二次側誘導コイルは相互に異なる前記区画部分に対峙するように配置されており
、
　前記区画部分に形成された磁束透過部分および磁束遮断部分の配列パターンは、前記ロ
ータを等角度ピッチずつ回転させた場合に、連続するｎ個分の二次側誘導コイルの配列パ
ターンに着目した場合に、この配列パターンが等角度ピッチずつ回転毎に異なるパターン
に変化し、前記ｎ個の二次側誘導コイルが対峙しているｎ個分の区画部分の配列パターン
が等角度ピッチずつ回転毎に変化するように設定されており、
　前記ｎ個の二次側誘導コイル以外に、更にｋ個（ｋ：正の整数）の二次側誘導コイルを
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備えており、
　前記ｎ個の二次側誘導コイルは、相互に隣接しない位置において前記ステータの区画部
分に対向配置され、
　前記ｋ個の二次側誘導コイルは、相互に異なる位置であって、且つ、前記ｎ個の二次側
誘導コイルのそれぞれとも異なる位置において前記区画部分に対向配置され、
　これら（ｎ＋ｋ）個の二次側誘導コイルの検出出力に基づき、前記ロータの絶対回転位
置を検出することを特徴とするアブソリュートセンサ。
【請求項８】
　請求項１において、
　前記着磁部材は平行に延びる第１および第２の平面を備えており、
　前記第１の平面は前記着磁パターンにより着磁された前記着磁面であり、
　前記第２の平面は、前記着磁パターンのｍ倍の着磁ピッチ（ｍ：正の整数）で、Ｎ、Ｓ
極が交互に形成された第２の着磁面とされ、
　この第２の着磁面に対向させて、２個の磁気検出素子が配列された構成の第２の検出器
が配置されており、
　前記検出器および前記第２の検出器の検出出力に基づき、前記着磁部材あるいは前記検
出器の側の絶対位置を検出することを特徴とするアブソリュートセンサ。
【請求項９】
　円周方向あるいは平面方向に所定の配列パターンで、光透過・遮断部分あるいは光反射
・吸収部分が形成されたパターン形成面を備えたパターン形成部材と、前記パターン形成
面に対向配置された複数の光検出素子を備えた検出器とを有し、これらパターン形成部材
および検出器を相対移動させることにより得られる前記検出器の検出出力に基づき、前記
パターン形成部材あるいは検出器の側の絶対位置を検出する光学式のアブソリュートセン
サにおいて、
　前記配列パターンは、等ピッチで形成された２ｎ個（ｎ：正の整数）の各パターン形成
区画部分に、所定の配列パターンで、光透過および光遮断部分、あるいは光反射および光
吸収部分が形成されており、
　前記検出器はｎ個の光検出素子を備え、各光検出素子は相互に異なる前記パターン形成
区画部分に対峙するように配置されており、
　前記配列パターンは、前記パターン形成部材および前記検出器をパターン形成ピッチず
つ相対移動させた場合に、前記ｎ個の光検出素子が対峙しているｎ個分のパターン形成区
画部分のパターン配列が相対移動毎に変化するように設定されており、
　前記検出器は、前記ｎ個の光検出素子以外に、更にｋ個（ｋ：正の整数）の光検出素子
を備えており、
　前記ｎ個の光検出素子は、相互に隣接しない位置において前記パターン形成面に対向配
置され、
　前記ｋ個の光検出素子は、相互に異なる位置であって、且つ、前記ｎ個の光検出素子の
それぞれとも異なる位置において前記パターン形成面に対向配置され、
　これら（ｎ＋ｋ）個の光検出素子の検出出力に基づき、前記パターン形成部材あるいは
前記検出器の側の絶対位置を検出することを特徴とするアブソリュートセンサ。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記配列パターンは、光透過部分および光遮断部分、あるいは光反射部分および光吸収
部分が、ｎビットのＭ系列パターンに従って配列されたものであることを特徴とするアブ
ソリュートセンサ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、回転部材の回転位置、直線移動部材の移動位置を絶対位置として検出可能な
アブソリュートセンサに関し、特に、小型で高分解能のアブソリュートセンサに関するも
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のである。
【０００２】
【従来の技術】
　部材の回転位置、スライド位置を絶対情報として検出可能なアブソリュートセンサは、
光学式のものが主流である。光学式のアブソリュートセンサの検出原理は、検出ビットに
相当するトラックに、２値パターン（スリットあるいは反射面）を形成する方法や、Ｍ系
列パターンに従って光透過部分および光遮蔽部分の配列パターン、あるいは光反射部分お
よび光吸収部分の配列パターンを形成する方法が知られている。いずれの場合においても
、パターンを透過あるいは反射する光の量を、トラックに対向配置させた受光素子から、
受光量に対応する電気信号として出力し、かかる検出信号に基づき、回転位置あるいはス
ライド位置を検出するようになっている。
【０００３】
　光学式以外のアブソリュートセンサとして磁気式のものも知られている。この磁気式の
アブソリュートセンサは、主として、磁気パターン方式のものと、レゾルバ方式のものが
ある。
【０００４】
　磁気パターン方式のアブソリュートセンサは、図１１に示すように、磁気ドラム１１１
の外周面に磁気パターン１１２を形成し、この磁気パターンをＭＲ素子等の磁気検出素子
１１３を用いて読み取る構成となっている。磁気パターンは、磁気ドラム外周面において
、軸線方向に多数列形成されている。
【０００５】
　これに対してレゾルバ方式のアブソリュートセンサは、図１２に示すように、一次側コ
イル１２１、１２２を２相で励磁すると、二次側コイル１２３には回転角θだけ位相が変
化した励磁信号が誘起されることを利用して、一次側コイルの励磁信号と二次側コイルの
誘起電圧信号の位相を比較して、回転角θを検出するものである。ここで、１回転で位相
が１周期変化するように、巻線を配置すれば、回転位置を絶対位置として検出できる。な
お、図１２は２相励磁１相出力の例であるが、１相励磁２相出力等の他の方式の場合にお
いても、励磁信号と誘起電圧信号の位相差から回転角度を検出するという点は同一である
。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　磁気式のアブソリュートセンサは、一般的に光学式のアブソリュートセンサに比べて高
価であり、また、サイズが大きい等の欠点がある。
【０００７】
　例えば、前者の磁気ドラム方式のアブソリュートセンサでは、磁気ドラムの外周面に、
その軸線方向に多数の磁気パターンを形成する必要があるので、光学式の場合のように一
枚の薄い回転板の表面に径方向に同心状に多数の光学パターンを形成する場合に比べて、
軸線方向の寸法（厚み）が増大してしまい、また、この結果、回転ドラムのイナーシャも
大きくなってしまう。
【０００８】
　後者のレゾルバ方式のアブソリュートセンサでは、磁性体として、ロータおよびステー
タに、成形したコアを配置する必要があるので、その金型代が必要であり、また、巻線コ
ストが高く、さらに、位相差を角度に変換する周辺電子回路が必要であるので、光学式の
ものに比べて、コスト高になるという弊害がある。
【０００９】
　本発明の課題は、このような点に鑑みて、小型で廉価に構成可能な磁気式のアブソリュ
ートセンサを提案することにある。
【００１０】
　また、本発明の課題は、小型で廉価であると共に、分解能の高い磁気式のアブソリュー
トエンコーダを提案することにある。
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【００１１】
　さらにまた、本発明の課題は、廉価であると共に、分解能の高い光学式のアブソリュー
トセンサを提案することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、本発明では、１トラック上に、乱数パターン、Ｍ系列パ
ターン、それ以外の方法により規定した磁気パターンを形成し、これを、トラックに対応
配置した複数の磁気検出素子を備えた検出器によって、絶対位置情報として検出する構成
を採用している。
【００１３】
　本発明による検出原理を、光学式のアブソリュートセンサにおいて用いられているＭ系
列パターンを例にとって説明する。まず、図１（ａ）にはＭ系列パターンを示してある。
このＭ系列パターンは４ビット構成であるから、２４の分解能がある。光学式ロータリエ
ンコーダの場合には、その回転ディスクの一周分を１６分割すると共に、「０」を遮光部
、「１」を透過部としたＭ系列パターンを検出トラック上に形成する。この検出トラック
に対して、４連の受光素子ａ～ｄからなる検出器を対向配置する。回転ディスクのトラッ
ク上に形成したＭ系列パターンのアドレスを図に示すように０～１５とすると、ディスク
が検出器に対して移動すると、各受光素子ａ～ｄの出力は、回転に伴って図に示すように
変化する。
【００１４】
　図１（ｂ）から分かるように、ディスク位置と検出器出力の関係を見ると、１６分割さ
れた各回転位置においては同一の出力となることがない。よって、絶対回転位置を検出す
ることができる。Ｍ系列パターン以外の方法によっても、回転位置毎に異なる出力が得ら
れる光学的な２値パターンを得ることができる。
【００１５】
　本発明の磁気式のアブソリュートセンサは、かかる光学的な２値パターンを、磁気的な
２値パターンに置き換え、当該磁気的な２値パターンを利用して小型で廉価な磁気式のア
ブソリュートセンサを実現しているのである。
【００１６】
　すなわち、本発明は、円周方向あるいは平面方向に所定のパターンで着磁された着磁面
を備えた着磁部材と、前記着磁面に対向配置された複数の磁気検出素子を備えた検出器と
を有し、これら着磁部材および検出器を相対移動させることにより得られる前記検出器の
検出出力に基づき、前記着磁部材あるいは検出器の側の絶対位置を検出するアブソリュー
トセンサにおいて、前記着磁パターンは、等ピッチで形成された２ｎ個（ｎ：正の整数）
の各着磁区画部分に、所定の配列パターンでＮおよびＳ極が着磁されたものであり、前記
検出器はｎ個の磁気検出素子を備え、各磁気検出素子は相互に異なる前記着磁区画部分に
対峙するように配置されており、前記着磁パターンは、前記着磁部材および前記検出器を
着磁ピッチずつ相対移動させた場合に、前記ｎ個の磁気検出素子が対峙しているｎ個分の
着磁区画部分の着磁配列パターンが相対移動毎に変化するように設定されている。
【００１７】
　ここで、回転位置を検出するためには、図２（ａ）に示すような磁気ドラム２１を採用
し、前記着磁面を、当該磁気ドラム２１の円形外周面２２とし、ここに、Ｎ、Ｓ極の着磁
パターンを形成すればよい。この着磁パターンは、円筒状部材である磁気ドラム２１の外
周面にリングマグネットを貼りつけてもよいし、磁性材からなる円筒状部材の外周面に直
接に着磁してもよい。あるいは、小さな磁石片を円筒状部材の外周面に貼りつける構成と
してもよい。
【００１８】
　例えば、４ビット構成のＭ系列パターンによる着磁パターンが形成されている場合には
、当該着磁パターンのＮ、Ｓ極の形成ピッチと同一角度ピッチで円弧状に配列した４連の
磁気検出素子２３～２６からなる検出器２７を配置すればよい。磁気検出素子としては、
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ホール素子、ＭＲ素子等を用いることができる。
【００１９】
　勿論、磁気ドラム２１に円形内周面を形成し、ここに着磁パターンを形成し、その内側
に検出器を対向配置する構成を採用することもできる。また、ドラムの着磁は、図２（ｂ
）に示すように、ドラム軸線方向の上下に２枚の磁気ドラム２１’、２１”を配置し、こ
れらの着磁パターンをＮ、Ｓ極を逆とし、各磁気ドラムに対応して、それぞれ磁気検出素
子２３’～２６’からなる検出器２７’、および磁気検出器２３”～２６”からなる検出
器２７”を配置し、これらの検出器出力に基づき差動で検出してもよい。
【００２０】
　また、回転位置を検出するために、図３（ａ）に示すような回転ディスク３１を採用し
、前記着磁面を、当該回転ディスク３１の上側あるいは下側の所定の幅の円環状端面３２
、３３の何れかとすることができる。例えば、４ビット構成のＭ系列パターンによる着磁
パターンを形成する場合には、当該着磁パターンのＮ、Ｓ極の形成ピッチと同一角度ピッ
チで円弧状に配列した４連の磁気検出素子３４～３７からなる検出器３８を着磁パターン
に対向配置すればよい。
【００２１】
　この場合においても、着磁パターンは、円環状部材である回転ディスク３１の上面ある
いは下面に、リングマグネットを貼りつけてもよいし、磁性材からなる円環状部材の上面
あるいは下面に、直接に着磁してもよい。あるいは、小さな磁石片を上面あるいは下面に
貼りつける構成としてもよい。さらには、図３（ｂ）に示すように、回転ディスクを２ト
ラック３１’、３１”とし、これらに、Ｎ、Ｓ極が逆のパターンで着磁し、各パターンを
、それぞれ磁気検出素子３４’～３７’からなる検出器３８’、および磁気検出素子３４
”～３７”からなる検出器３８”により検出し、これらの出力に基づき、差動方式により
、検出を行うようにしてもよい。
【００２２】
　ここで、市販のホール素子等の磁気検出素子を用いる場合には、その大きさが定まって
いるので、着磁パターンのピッチは、各磁気検出素子を対向配置できないような狭いピッ
チにすることができない。ピッチを狭くできないと、分解能も高めることができない。そ
こで、上記の図３に示す構成に加えて次のような構成を付加することにより、市販の磁気
検出素子を用いて、高分解能のセンサを実現可能とすることが望ましい。
【００２３】
　すなわち、図３（ａ）に示すように、円環状部材（回転ディスク）３１における一方の
円環状端面３２が前記着磁パターンに従って着磁された着磁面（アブソリュート検出パタ
ーン面）とされる。また、図４（ａ）に示すように、当該円環状部材３１の他方の円環状
端面３３は、前記着磁パターンのｍ倍の着磁ピッチ（ｍ：正の整数）で、Ｎ、Ｓ極が交互
に形成された第２の着磁面（インクリメンタル検出パターン面）とされる。さらに、この
第２の着磁面に対向させて、２個の磁気検出素子４１、４２が配列された構成の第２の検
出器４３が配置されている。
【００２４】
　この代わりに、図４（ｂ）に示すように、回転ディスク３１の同一側の面に、同心状に
、２つのトラックを形成し、例えば外側のトラックをアブソリュート検出パターン面（３
２）とし、内側のトラックをインクリメンタル検出パターン面（３３）とし、それぞれの
トラックに対向するように、検出器３８、４３を配置することもできる。勿論、外側にイ
ンクリメンタル検出パターン面を形成し、内側にアブソリュート検出パターン面を形成し
てもよい。
【００２５】
　この第２の着磁面の着磁を正弦波状に行うことにより、検出器４３からは正弦波状の検
出信号を得ることができる。また、磁気検出素子として、ＭＲ素子のような正弦波状の検
出出力を得やすい素子を採用して、正弦波状の検出信号を得るようにしてもよい。
【００２６】
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　検出器４３の２個の検出素子４１、４２を、Ｎ、Ｓの着磁パターンピッチの半分のピッ
チで配列することにより、図５に示すように、双方の検出素子からは、９０度位相がずれ
た２相の信号出力を得ることができる。
【００２７】
　ここで、一般的に知られている電気分割技術を用いれば、図５に示す２相の正弦波信号
を多分割することが可能である。１ピッチ分の２相の正弦波信号部分を多分割することに
より得られた分割出力は、１ピッチ内の絶対位置を表す信号となる。よって、検出器３８
で得られた各１ビット分の絶対位置間を、第２の検出器４３を分割することにより得られ
る分割出力によって分割することにより、高分解能のアブソリュートセンサを実現できる
。
【００２８】
　この高分解能化のステップを、図６に示してある。この図は、前記着磁パターンとして
４ビットの乱数パターンを採用した例を示してあり、最も左の欄はピッチ番号（ディスク
のアドレス番号）、次の欄は４ビットの検出パターン（検出器３８により得られる検出出
力）、その次の欄は検出器４３により得られる検出信号を示し、右欄は各ピッチ番号（デ
ィスクのアドレス番号）の位置を２ｎ分割した状態を示してある。
【００２９】
　この例において、正弦波信号を４ビット分割すれば、全体の分割数は、
　　　　２4×２4＝２8＝２５６分割
となり、１０ビット分割すれば、
　　　　２4×２10＝２14＝１６，３８４分割
となる。
【００３０】
　ここで、この構成は、図２に示す回転ドラム方式のアブソリュートセンサにも同様に適
用できる。この場合には、上記の図２の構成において、円筒状部材（磁気ドラム２１）に
おける外周面２２および内周面（図示せず）のうちの一方の面を着磁パターンに従って着
磁された着磁面とし、当該円筒状部材（磁気ドラム２１）の他方の面を、前記着磁パター
ンのｍ倍の着磁ピッチ（ｍ：正の整数）で、Ｎ、Ｓ極が交互に形成された第２の着磁面と
し、この第２の着磁面に対向させて、２個の磁気検出素子が配列された構成の第２の検出
器を配置し、前記検出器および前記第２の検出器の検出出力に基づき、前記円筒状部材あ
るいは前記検出器の側の絶対位置を検出すればよい。
【００３１】
　次に、Ｍ系列パターンを着磁パターンとして採用している光学式エンコーダの場合には
、受光素子をエンコーダ専用に製作することが一般的に行われており、エンコーダを小型
するためにも、複数の受光素子を隣り合うように配列した構成の検出器を用いることが望
ましく、従って、光学的な検出パターンとしてＭ系列パターンを採用することは装置小型
化にとっても望ましい。
【００３２】
　しかしながら、本発明の対象である磁気式のアブソリュートセンサの場合には、着磁パ
ターンの着磁ピッチをあまり小さくできず、また、センサ専用の磁気検出素子を新たに製
作するには多額の費用が掛かる。よって、市販の磁気検出素子を利用することが有利であ
る。この場合、着磁ピッチに比べて磁気検出素子の寸法が大きい場合には、着磁ピッチに
対応した状態で複数個の磁気検出素子を隣合わせで配列できない。
【００３３】
　そこで、本発明のアブソリュートセンサにおいては、ｎ個の磁気検出素子を隣接配置せ
ずに、離散した状態に配置する構成を採用している。
【００３４】
　すなわち、図７に示すように、着磁パターンが形成された着磁面７０を検出する検出器
７８は、前記ｎ個の磁気検出素子７４～７７以外に、更にｋ個（ｋ：正の整数）の磁気検
出素子７９を備えており、前記ｎ個の磁気検出素子７４～７７は、相互に隣接しない位置
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において前記着磁面７０に対向配置され、前記ｋ個の磁気検出素子７９は、相互に異なる
位置であって、且つ、前記ｎ個の磁気検出素子７４～７７のそれぞれとも異なる位置にお
いて前記着磁面７０に対向配置され、これら（ｎ＋ｋ）個の磁気検出素子７４～７７、７
９の検出出力に基づき、着磁部材７１あるいは検出器７８の側の絶対位置を検出する構成
を採用している。
【００３５】
　図７の着磁パターンは、図１に示す４ビットのＭ系列パターンを円周上に展開したもの
である。この図において、ａ～ｄの位置（ディスクアドレスが１～４）に磁気検出素子を
配置した場合には検出パターンは図１に示す場合と同一である。しかるに、本発明では、
１６分割されたディスクアドレス０～１５における１、５、９、１３のアドレス位置に４
個の磁気検出素子７４～７７を対向配置し、第２の検出器に含まれる磁気検出素子７９を
４のアドレス位置に対向配置してある。
【００３６】
　この場合には、着磁部材（回転ディスク）７１の回転に伴って、図８に示すように、４
個の磁気検出素子７４～７７から得られる４ビットの検出パターンが変化する。しかし、
この検出パターンにおいては、回転ディスクのアドレス３、１１に磁気検出素子７４が対
向した回転位置において得られる検出パターンが同一となってしまう。同様に、回転ディ
スクのアドレス７、１５が磁気検出素子７４に位置した回転位置においも検出パターンが
同一となってしまう。このことは、４ビットの検出パターンの１０進換算値から明らかで
ある。この結果、絶対位置検出が不可能になってしまう。
【００３７】
　しかるに、本発明では、第２の検出器を備え、そこに含まれている磁気検出素子７９に
よる検出パターンも考慮している。図示の例では合計で５ビットの検出パターンが各回転
位置毎に得られ、これらの５ビットの検出パターンは、その１０進換算値から明らかなよ
うに相互に異なっている。よって、絶対位置検出が可能になる。
【００３８】
　このように、本発明では、磁気検出素子の離散配置を採用可能としているので、着磁パ
ターンの着磁ピッチの広狭等に関係なく、市販の磁気検出素子を用いることが可能になる
。よって、磁気式のアブソリュートセンサを廉価にしかも簡単に実現できる。
【００３９】
　また、図７に示すように、磁気検出素子を１個あるいは２個以上追加することにより、
磁気検出素子を離散配置しても、例えば、一般的に使用されているＭ系列パターンを着磁
パターンとして利用して絶対位置を検出できる。
【００４０】
　次に、本発明における図２、図３を参照して説明した構成は、磁気誘導式のアブソリュ
ートセンサにも同様に適用できる。すなわち、本発明は、図９を参照して説明すると、ス
テータ９１と、ロータ９２と、前記ステータ９１に配置された一次側励磁コイル９３およ
び二次側誘導コイル９４とを有し、前記ロータ９２は、回転位置に応じて、前記ステータ
９１の前記一次側励磁コイル９３および二次側誘導コイル９４間の磁気結合を変化させる
ように構成されている磁気誘導型のアブソリュートセンサ９０にも適用できる。
【００４１】
　この場合には、前記ロータ９２には、同心円上に、等角度ピッチで形成された２ｎ個の
区画部分（図において０～１５の番号が付された部分）が形成され、各区画部分は、磁束
透過部分および磁束遮断部分の何れかにパターン付けされている。また、前記ステータ９
１には、同心円上に、ｎ個（ｎ：正の整数）の前記二次側誘導コイル９４が配置され、各
二次側誘導コイル９４は相互に異なる前記区画部分に対峙するように配置されている。さ
らには、前記区画部分に形成された磁束透過部分および磁束遮断部分からなるパターンは
、前記ロータを等角度ピッチずつ回転させた場合に、前記ｎ個の二次側誘導コイル９４が
対峙するｎ個分の区画部分のパターンが回転毎に変化するように設定されている。
【００４２】
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　例えば、ロータ９２としては銅板を用いることができ、この場合には、磁束透過部分は
銅板に形成した貫通孔１０１である。図９（ｃ）に示すように、一次側コイル９３に交流
を流すと、そこに交流磁束が発生する。この磁束は、外周の磁性リング１０２と二次側コ
イル９４の中心に位置する磁極ピン１０３を通る磁気回路を構成し、この結果、二次側コ
イル９４には電圧信号が誘起される。
【００４３】
　ここで、二次側コイル９４に銅製のロータ９２を対向配置すると、一次側コイル９３の
磁束によって銅板には渦電流が生じ、磁路が断たれて二次側コイル９４には電圧が誘起さ
れない。これに対して、貫通孔１０１の部分が二次側コイル９４に対峙した状態では、当
該部分を通って磁気回路が形成されるので、二次側コイル９４には電圧が誘起される。
【００４４】
　従って、貫通孔１０１が形成されている区画部分が図１に示す検出パターンの「１」に
相当し、孔が形成されていない区画部分が検出パターンの「０」に相当する。従って、貫
通孔１０１を、Ｍ系列パターンあるいは乱数パターンに従って形成すれば、前述した場合
と同様に絶対位置を検出できる。
【００４５】
　ここで、磁束透過部分と磁束遮断部分からなる検出パターンは、導電材質板に形成した
孔の有無により規定できるが、この孔を形成する代わりに、非磁性板の表面に、磁性材料
の小片を貼りつけるようにしてもよい。また、銅板の代わりに他の導電材料を用いても良
く、さらには、絶縁板の表面に磁性体を貼ってもよい。
【００４６】
　いずれにせよ、ロータの検出パターンは、渦電流により所定の二次側コイルの磁束を遮
断し、二次側コイルでの電圧の誘起を阻止するか、あるいは、磁性材料によって二次側コ
イルに磁束を通して誘起電圧を発生させる構造の何れかの方法により形成すればよい。勿
論、双方の構造を併用して検出パターンを形成することもできる。
【００４７】
　この構成の磁気誘導型のアブソリュートセンサにおいても、本発明においては、図７に
示すように、第２の検出器を配置して、回転位置によって重複した検出パターンが得られ
ることを回避する構成を採用している。
【００４８】
　すなわち、前記ｎ個の二次側誘導コイル以外に、更にｋ個（ｋ：正の整数）の二次側誘
導コイルを備えており、前記ｎ個の二次側誘導コイルは、相互に隣接しない位置において
前記ステータの区画部分に対向配置され、前記ｋ個の二次側誘導コイルは、相互に異なる
位置であって、且つ、前記ｎ個の二次側誘導コイルのそれぞれとも異なる位置において前
記区画部分に対向配置され、これら（ｎ＋ｋ）個の二次側誘導コイルの検出出力に基づき
、前記ロータの絶対回転位置を検出する構成となっている。
【００４９】
　このように二次側コイルを離散配置することができると、装置を小型化できる。すなわ
ち、図１０（ａ）に示すように、例えば４個の二次側コイル１０５～１０８を隣り合わせ
に配列した場合には、コイル外径寸法により、装置全体の外径寸法を小さくすることが制
限される。これに対して、離散配置を採用可能な本発明においては、図１０（ｂ）に示す
ように、例えば、９０度間隔で４個の二次側コイル１０５～１０８を配置すれば、装置全
体の外径寸法を、二次側コイルの外径寸法に左右されることなく、大幅に小さくできる。
換言すると、装置外径寸法が同一の場合には、その分解能を高めることができる。
【００５０】
　ここで、上記の図９、１０に関する説明においては、便宜的に、磁気検出部を二次側コ
イルとして説明してきたが、実際には、磁気検出部は磁極ピンと、その外周に巻いたコイ
ル巻線とで成り立っている。従って、上記の説明は、図１０（ｃ）に示すような磁極ピン
１５１の外周に同心状にコイル巻線１５２が巻かれた構成の磁気検出部を想定している。
【００５１】
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　しかし、磁気検出部としては、図１０（ｄ）に示すように、磁極ピン１６１がＬ形に折
れ曲がり、その下側部分にコイル巻線１６２が巻かれた構成も考えられる。この場合には
、検出パターンに対峙させる部分は、磁極ピン１６１の端面部分１６１ａである。よって
、この場合には、図１０（ｅ）に示すように配置することにより、検出装置全体の小型化
を達成できる。なお、磁極ピンは、珪素鋼板のような磁性材料をプレス成形することによ
り製造できる。
【００５２】
　次に、本発明の上記の各構成は、リニアセンサにも同様に適用できる。すなわち、図４
に示すような分解能を高めるための構成を採用する場合には、本発明の着磁部材は平行に
延びる第１および第２の平面を備えており、前記第１の平面は前記着磁パターンにより着
磁された前記着磁面であり、前記第２の平面は、前記着磁パターンのｍ倍の着磁ピッチ（
ｍ：正の整数）で、Ｎ、Ｓ極が交互に形成された第２の着磁面とされ、この第２の着磁面
に対向させて、２個の磁気検出素子が配列された構成の第２の検出器が配置されており、
前記検出器および前記第２の検出器の検出出力に基づき、前記着磁部材あるいは前記検出
器の側の絶対位置を検出する構成とされる。
【００５３】
　次に、上記構成の磁気式のアブソリュートセンサにおける磁気検出素子の離散配置は、
光学式のアブソリュートセンサに対しても同様に適用できる。
【００５４】
　すなわち、本発明は、円周方向あるいは直線状に所定の光透過パターンあるいは光反射
パターンが形成されたパターン形成面を備えたパターン形成部材と、前記パターン形成面
に対向配置された複数の光検出素子を備えた検出器とを有し、これらパターン形成部材お
よび検出器を相対移動させることにより得られる前記検出器の検出出力に基づき、前記パ
ターン形成部材あるいは検出器の側の絶対位置を検出する光学式のアブソリュートセンサ
において、次の構成を採用している。
【００５５】
　すなわち、前記光透過パターンあるいは光反射パターンは、等ピッチで形成された２ｎ

個（ｎ：正の整数）の各パターン形成区画部分に、所定の配列パターンで、光透過および
光遮断部分、あるいは光反射および光吸収部分が形成されている。
【００５６】
　また、前記検出器はｎ個の光検出素子を備え、各光検出素子は相互に異なる前記パター
ン形成区画部分に対峙するように配置されている。
【００５７】
　さらに、前記光透過あるいは光反射パターンは、前記パターン形成部材および前記検出
器をパターン形成ピッチずつ相対移動させた場合に、前記ｎ個の光検出素子が対峙するｎ
個分のパターン形成区画部分の光透過あるいは光反射パターン配列が相対移動毎に変化す
るように設定されている。
【００５８】
　さらには、前記検出器は、前記ｎ個の光検出素子以外に、更にｋ個（ｋ：正の整数）の
光検出素子を備えている。
【００５９】
　これに加えて、前記ｎ個の光検出素子は、相互に隣接しない位置において前記パターン
形成面に対向配置されている。
【００６０】
　また、前記ｋ個の光検出素子は、相互に異なる位置であって、且つ、前記ｎ個の光検出
素子のそれぞれとも異なる位置において前記パターン形成面に対向配置されている。
【００６１】
　そして、これら（ｎ＋ｋ）個の光検出素子の検出出力に基づき、前記パターン形成部材
あるいは前記検出器の側の絶対位置を検出するようになっている。
【００６２】
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　この場合、前記光透過あるいは光反射パターンとしては、光透過部分および光遮断部分
、あるいは光反射部分および光吸収部分が、ｎビットのＭ系列パターンに従って配列され
たものを採用できる。本発明によれば、Ｍ系列パターンを採用している場合でも、受光素
子の離散配置構成を採用できるので、装置レイアウトが容易になる等の利点がある。
【００６３】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明の磁気式のアブソリュートセンサにおいては、Ｍ系列パタ
ーン、乱数パターン等に従った着磁パターンを複数の磁気検出素子で検出し、それらの検
出パターンに基づき回転部材あるいはスライド部材の回転位置あるいはスライド位置の絶
対位置を検出している。従って、従来の磁気式のアブソリュートセンサに比べて、装置構
成を小型化でき、また、廉価に製造することが可能になる。
【００６４】
　また、本発明においては、Ｎ、Ｓが交互に着磁された第２の着磁パターンも検出するこ
とにより、Ｍ系列パターン等に従って形成された着磁パターンにより得られた各絶対位置
内を、第２の着磁パターンにより得られた検出信号に基づき多分割化できるようにしてい
るので、高分解能のアブソリュートセンサを実現できる。
【００６５】
　さらには、本発明においては、Ｍ系列パターン等を着磁パターンとして採用した場合に
、複数の磁気検出素子の離散配置を可能としているので、市販の磁気検出素子等をそのま
ま用いることが可能になり、センサを廉価に製造できる。
【００６６】
　一方、本発明による光学式のアブソリュートセンサにおいては、Ｍ系列パターン等を検
出パターンとして採用した場合に、複数の受光素子の離散配置を可能としているので、装
置レイアウトが容易になる等の利点が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　４ビットのＭ系列パターンを利用した光学式のアブソリュートセンサの検出原
理を説明するための説明図である。
【図２】　磁気ドラム式のアブソリュートセンサを示すための説明図である。
【図３】　回転ディスク式のアブソリュートセンサを示すための説明図である。
【図４】　高分解能の回転ディスク式のアブソリュートセンサを示すための説明図である
。
【図５】　図４における第２の検出器から得られる検出信号の例を示す信号波形図である
。
【図６】　図４のアブソリュートセンサによる絶対位置の検出原理を示すための説明図で
ある。
【図７】　本発明を適用した検出素子を離散配置可能な磁気式のアブソリュートセンサを
示すための説明図である。
【図８】　図７のセンサの検出原理を説明するための説明図である。
【図９】　磁気誘導式のアブソリュートセンサを示すための説明図である。
【図１０】　図９のアブソリュートセンサにおける二次側検出コイルの離散配置による装
置小型化の効果を示すための説明図である。
【図１１】　従来の磁気式のアブソリュートセンサの例を示す説明図である。
【図１２】　従来の磁気式のアブソリュートセンサの別の例を示す説明図である。
【符号の説明】
２１　円筒状部材
２２　外周面
２３～２６　磁気検出素子
２７　検出器
３１　円環状部材
３２　上面
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３３　下面
３４～３７　磁気検出素子
３８　検出器
４１、４２　磁気検出素子
４３　第２の検出器
７０　着磁面
７１　着磁部材
７４～７７　磁気検出素子
７９　磁気検出素子
９０　磁気誘導式のセンサ
９１　ステータ
９２　ロータ
９３　一次側コイル
９４　二次側コイル
１０１　貫通孔（磁束透過部分）
１０５～１０８　二次側コイル

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】
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